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Pada dasarmya konduktivitas suatu bahan sebanding dengan

banyaknya elektron bebas (n) dalam bahan tersebut. Untuk konduktor
yang bagus , n sangat besar (£ 10%° elektron/m’) sedang untuk isolator

sangat kecil (= 107 elektron/m®) serta untuk semikondultor terletak
fdiantara dua nilai tersebut. Elektron valensi pada semikonduktor tidak
dapat bergerak sebebas elektron valensi pada logam, karena terikat
:pada suatu ikatan antara dua ion.

Sililkon dan germanium merupakan semikonduktor yang paling
banyak dipakai. Struktur kristal dari kedua pahan tersebut terdiri atas
ésel—sel tiga dimensi yang seragam dan berbentuk tetrahedron dengan
isebuah atom pada masing-masing sudutnya. Struktur ini dapat dilihat
pada gambar 2.1. Setiap atom Si dan Ge mempunyai 4 efektron pada
:pita valensi , yang dipakai untuk mengadakan ikatan dengan empat
;tetangganya. nti yang diam sebagai ion positif dengan muatan +44.
;Dalam keadaan suhu 0 K, ikatan ini tak terusik baljkan semilonduktor
talk dapat menghantarkan fistrik. Bila suhu naik, misalnya pada stuhu
Kamar, maka elektron aikan mendapat cukup tenaga untuk berpindah
;dari pita valensi ke pita konduksi menjadi elektron bebas. Ikatan yang
_ditinggalkan (pita valensi) menjadi kekurangan satu elektron dan timbul

kelkosongan yang disebut lubalng. Tenaga yang diperiukan untuk




melepaskan ikatan ini adalah 0,72 eV untuk Ge dan 1,1 eV untuk Sl
pad_a subt kamar. Lubang yang terjadi dengan rnudah dapat diisi oleh
élektrbn elektron dari atom tetangganya, yang berarti menciptakan
iubahg pada tempat sebelumnya. Sehingga dengan demikian, lubang
dapat bergerak sebagal pembawa muatan positif melawan arah gerak

elektron.
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Gambar 2.1. Struktur kristal Germanium{Millman,1958)
Dalam bahan semikondultor murni jelas bahwa jumlah elektron
éama dengan jumiah fubang, karena timbul bersama-sama. Dengan
tﬁaiknya suhu kemungkinan terjadinya pasangan elektron dan lubang

menjadi lebih besar. Sehingga bahan menjadl  lebih  mudah

mengharitarkan arus listrik. Jadi pada semikonduidor murin = p =n, .

2.2, Struktur Pita Energl dalam Semikonduktor.

Secara umum semikonduktor adalah suatu materi dengan pita energi

yang tertinggi teris sementara pita energl berikutnya yang dipisahian




deﬁgan celah energl yang kosong atau terisi tapi sangat sedikit. Dengan
'cetah energl dalam orde 1 eV, maka akan mudah Iﬁagi elektron untuk
iberplndah melintasi celah tersebut menuju ke plta berikutnya bila
temperatur cukup tinggi, dan elektron tersebut kemudian akan menjadi
‘elektron konduksi dan menyebabkan semikonduktor mlenjadl penghantar.
'Stqutur pita energl semikonduktor dapat dilihat pada gambar 2.2.
Karalderistik semikondulktor dapat diubah deng;ah menambahkan
sua;tu ketakmurnian ke dalamnya. Bermacam-macam ketakmumian
;meﬁyebabkan semlkonduktor mempunyal sifat yang berbeda dengan
semikonduktor intrinsik (murni). Secara umum akan terdapat tingkat energi
tam:bahan dalam pita terlarang dan akibatnya akan mempunyai

:konduktivitas yang lebih tinggi dari semikenduktor infrinsik.
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Gambar 2.2. Strukiur pita snergl dalam semikonduktor.{Spangenberg,1957)

‘Menurut Spangenberg suatu ketakmurnian dalam bentuk atom bebas
dengan valensi 3 atau 5 terdapat pada struktur kristal siikon dan

germanium. Jika atom asing mempunyai valensi 5, keempat elektron




terluhr akan mengadakan lkatan dengan atom aslinya dién eleldron kelima
akar; menjadi elektron bebas. -

-Semikonduktor tak murni yang mempunyai elektrdn bebas sebagal
pemiaawa muatan disebut semikondulktor tipe-n. Dalam semikonduktor
tersébut terdapat tingkat energi tambahan yang 'tergabung dalam atom
takmurnian yang mempunyai satu elektron valensi tambalﬁan yang terletak
'Sedlktt dibawah pita kondukst dalam pnta terlarang, sepertt pada gambar
2.3. Tlngkat energi energi tambahan ini besarnya hanya dalam orde
seperseratus eV dibawah pita konduksl. Sebagai hasilnya elektron valensl
bebas dengan mudah memperoleh energi tambahan yang cukup untuk

menr::apa! pita konduksl. Karena itu, takmurnian ini disebut donor, karena

hemﬁberikan sebuah elektron pada pita konduksl.

zDengan cara yang sama, sebuah atom dengan valensi 3 dapat di
mas@kkan dalam struktur kristal atom tetravalen. Jika inl terjadi, maka
tierdapat kekurangan 1 elektron dalam struktur ikatan kristal, dan
menghasilkan sebuah lubang. Dalam semikonduktor Ini juga terdapat suatu
tmgkat energi ekstra yang tergabung dalam atom kc.takmumlan Tingkat
energi Ini juga dalam orde seperseratus eV dan terletak sedlkit diatas pita
valensi, seperti pada gambar 2. 4 Dalam hal int elektron. pada pita valensl
akan memperoleh energl yang cukup untuk naik ke plta energl tambahan.
Jika “itu  terjadi maka lubang yang fertinggal pada plta valensl akan

berperan sebagal pembawa muatan dan berlaku sebagai elekiron positif.
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Gambar 2.4. Pita energi semikonduktor

tipe-p(Spangenberg,1 95;1’)

Proses konduksi lubang ini terjadi pada semikonduktor tipe-p. Dan atom

ketalq"numiannya disebut akseptor. (Spangenberg,1957)

2.3, Pro:?es Konduksl dalam Semlkonduktor.

Blla ditinjau sebuah semikondultor murnl pada O K, 'tida'k ada elektron

' pada pita konduksi yang tereksitasi dari pita valensi. Dapat dianggap

sebuah elektron tereksitasi dari pita valensl ke pita Konduksi. Hasilnya

adalé'h lubang pada pita valensi dan elektron pada pita konduksi. Jika

. 5 |
suatu medan listrik £ di kenakan pada kristal, elektron dan lubang akan

bergerak pada arah yang berlawanan.
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Hal ini dapat ditihat pada gambar 2.5 dengan q adalah muatan listrikc

._}
dari:pembawa, V adalah kecepatan dan J adalah rapat arus.

Dari persamaan

...-}
J =nqV Aem? (2.1)

dengan n (atau p) adalah rapat elektron atau lubang, didapatkan bahwa

- -
rapat arus Jndan J, dari elekiron dan lubang adalah

Ree, -
3

Jy =-nevy, pev, Alcm? (2.2)

— —¥ ‘
Persamaan itu menunjukkan bahwa J, danJ, mempunyai arah yang
sama, seperti dalam gambar 2.5, karena elekiron dan lubang bergerak
dengan arah yang berlawanan. Elektron dan lubang dalam semikonduktor

masing-masing mempunyai kontribusi pada rapat arus totalnya.

Vn &— - »Jn

Gambar 2.5. Kecepatan vekior ¥, dan v, dan vekior rapal arus J. dan ':l: dalam medan
istrik E.(lida,1982)
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fDarl hukum ©hm, untuk elektron

N |
Jh=0nE =—nev} Alem? (2.3)

dengén o, adalah konduktivitas elekiron ( Johm-cm ). Demikian juga- untuk

Iubar{g.
Kuantitas kelincahan (mobilitas / i) elektron dan lubang bila dinyatakan

dalam persamaan vektor

._..}
W= E  om/dtk (2.4)
N .
Vp=pE em/dtk (2.5)

d_engén tanda negatif datam persamaan tersebut berarti arah elektron
._..}
berlawanan dengan medan listrik E. Mobliitas adalah kuantitas positif.

Dengén menggabungkan persamaan 2.3-2.5 didapatian

v 4 e 4 - ‘
Jn = Ny E = ap E Ncm2 (2.6)
N N \

Jp = pep,p E= Sp E Aoy ) (2.7)

- -5 = 2
dan rapat arus total 4 =J, + Jp , sehingga

-y - S 4 2
J =(nepn + pepp)E =cE Alcm® (2.8)
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dengan konduldivitas total o dari eleldron dan lubang adalah

o =e(Mi, + PUg)=06n + Op (ohm-cm)’* | {2.9)

~ Mobliitas pembawa ditentukan oleh tumbukan antara pembawa dengan
berbagai ketalimurnian dalam kristal. Konduktivitas dapat juga

diriyatakan sebagai

o =ne2ty/mo (ohm-cm)™* (2.10)

dengan n adalah rapat elektron bebas, m, adalah massa elektron dan
1, adalah waktu tumbukan untuk elektron. Dengan membandingkan

kedua persamaan diatas maka

Hn =8Tp/Mg cm’ivolt-dtk (2.11)

bila elektron mempunyai massa efeldif m,*, maka

jin =€To/Mp cm?ivolt-dti (2.12)
uan elektron. Dan analog untuk lubang

pp =etp/my crn’fvoit-dtk (2.13)

~ dengan m,* adalah massa efektif lubang dan t, adalah waktu tumbukan

untul iubang.(Daiven,1990)
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2.4. Fotokonduktlvitas

Jika suatu semikonduktor disinarl dengan cahaya yang berenergl
kuantum lebih besar daripada energi celah B0 antara pita valensi dan
pité konduksi, maka kuanta tersebut akan mengelsitasi eleldron dari

pita valensi ke pita konduksi dan menghasilkan pasangan elsktron dan

lubang. Hai tersebut menyebabkan nalinya konsentrasi pembawa

mtjatan dan dapat dilatakan sebagai kenalkan konduktivitas.
Bila suatu semikonduktor mempunyai jumlah elektron n = n, dan
lubang p = p, pada saat semikonduktor {idak disinari, maka sesuai

persamaan (2.9) konduktivitas gelapnya adalah

g =elfopta + Poitp) (ohm-cm)" (2.14)

dengan p, dan pp adalah mobilitas elektron dan lubang. Bila

-semikonduktor tersebut disinari  sehingga konsentrasi elektron

~ bertambah sebesar An  dan konsentrasl lubang bertambah sebesar Ap

maka perubahan konduktivitasnya adalah
AG =e([LAN + LpAP) (ohm-cm)’ (2.15)

Kepekaan dari semikonduldor dapat dikatakan: sabagai jumlah
cahaya yang dibutuhkan untuk membuat Ac =0y ; semakin sedikit
cahaya vyang dibutuhkan, semakin peka semikonduktor tersebut.

Semikondultor foto yang baik juga mempunyal konduktivitas gelap yang

keceil.
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Bila waktu hidup elektron dan lubang adalah t, dan t, , maka bila
terdapat @ pasangan elektron dan lubang yang dihfasilkan per detik

akan didapat
An=qry,  AP=qQr, ‘ (2.16)
dan pertambahan konduktivitas total adalah

Ao =eq{patn + WpTp) (Ghm—cm)‘f (2.17)

Untulk semiiconduktor foto yang baik, (uata + 11pTp) ha.‘rustah besar.

Secara umum, baik elektron maupun lubang mempunyal andll pada
a(us. Meskipun’ mungkin HaTn dan pptp mempunyai nilai yang berbeda
dii(arenal<ant perbedaan mobilitas maupun waktu hidﬁp. Pemberi andif
yang dominan pada pertambahan konduktivitas adalahyang mempu'nyai
rxiiai HT |abih besar. Hal tersebut biasa terjadi pada semikonduitor foto,
kédang-kadang eleldron memberikan andil yang besar, sementara
untuk semikonduktor foto yang lain lubang memberikan andil yang lebih
bésar.

Karené begitu besarnya jumiah elektron pada pita valensi dan

I(ékosongan pada pita konduksi, maka penyerapan cahaya akan sangat

kuat untuk hv)ao. Dalam kristal sempurna, tidak ada cahaya yang

diserap unfuk hw(so. Dengan adanya ketakmumian  atau

ketidaksempurnaan kisi, yang mungkin timbul dari tingkat donor maupun

hw(so

akseptor, penyerapan cahaya dapat terjadi untuk meskipun kecil.

Cahaya akan mengeksitasi elektron dari donor pada pita valensi ke pita
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konduksl, sehlnggg terbentuk -elektron bebas, atau elektron dari plta
valehsi ke kekosongan akseptor pada pita kbnduksi, sehingga
terb;entuk lubang.

jDra-ngan adanya perubahan konduktivitas dapai kita hitung arus
:fotoénya (1). Misal hanya satu macam pembawa yang mempunyal andil
padé arus dan kuat medan listrik E:V}/L; dehgan T/) adalah
tegéngan yang diberilkan pada semikonduktor dan L adalah panjang
sem;ikonduktor, I adatah mobilitas dan * adalah waktu hidupnya, q

adalah .jumlah pasangan elekiron-lubang yang dihasilkan per meter

kubik per detik dan Q=qLA s4alah jumlah muatan total yang dihasilian
per detik. Dari persamaan 2.4 dan 2.5 dapat dituliskan V= ,,,E} dengan.

v © adalah kecepatan hanyut darl pembawa sehubungan dengan
: —»
medan listrik E. Dan dapat ditentukan walkdu hanyut rata-rata dari satu

eleltroda ke elektroda lainnya. |

14 = g = L/pE = L2/pV dtk (2.18)

Dari persamaan (2.17) maka besar arus foto | dapat dituliskan

| = AcEA = epqtEA = eQepEA = QG A - (2.19)

Jika seluruh pembawa muatan yang dibangkitkan oleh cahaya
'dikulmpulkan, maka untuk tiap muatan dapat ditulisikcan 1=eQ. Dan

beséran G




2.5.
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G=tuV/L2=1/14 (2.20)

diseb(]t faktor penguat dalam proses fotokonduksi. (van dér Ziel, 1958)

Menurut Ryder (1958), selain penguatan arus, fotokenduksi juge

menyebabkan penguatan tegangan. Penguatan tegangan tersebut (A4V)

dittimbulkan oleh penyinaran dengan frekuensl cahaya v dan energl foton

sebesar hv . Karena pada semikanduktor térdapat celah energl sebesar
¢, maka energi foton tersebut harus lebih besar dari celah energl

semikonduktor. Sehingga energl foton yang dipasok adalah

hy =¢ + AV eV - (2.21)

dengan eAV  adalah energl maksimal dari elekiron yang diperoleh darl

foton. Dengan demikian besarnya penguatan tegangan dapat dirumuskan

sebagai berikut:

N v o (2.22)

Hubungan p-n.

H:ubungan p-n merupakan dasar dari eleltronika semikonduktor.
HdbunQén p-n tidak bisa dibentuk dengan hanya menghubungkan
semik@nduktor' tipe-p dan tipe-n saja. Akan didabat hu!bungan p-n bila

diubah sebagian dari substrat kristal menjadi tipe-n dengan menambah
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donér dan bagian lain menjadi tipe-p dengan menambah%akseptor. Dengan
kat'é lain hubungan p-n harus mempunyai struktur kris;tal yang kontinyu.
Gambar 2.5 menunjukkan sketsa kasar dari struktur inl. Gambar 2.8
.mengunjukkan proses yang disederhanakan daiam bentuk bidang. Dalam

gambar ini (-) dan (+) menunjukkan masing-masing akseptor dan donor

yang diionisasikan dan (®) dan (o) menunjukkan elektron dan jubang.
Gan:ibar (a) rhenunjukkan hubungan tepat sesudah terbentuic akseptor
merﬁbentuk semikondulkdor tipe-p dan donor membenfuk semikonduktor
tipe~in yang disertai dengan jumiati elektron dan lubang yang sama, dan
kedﬁa daerah tersebut sifal listriknya netral. Lubang: dan elektron itu
mergpakan pembawa bebas dan dapat berdifusi ke daerah yang
men{xpunyai konsentrasi rendah dan berekombinasi satu sama lain.
Misélnya karena lubang dalam tipe- p lebih tinggi konsentrasinya daripada
fuba:}g pada tipe-n, mereka berdifusi dari tipe-p ke tip;e—n. Proses yang
sam;a terjadi pada eleitron. Tetapi proses inl tidak terjadi terus menerus.

Misailnya pada lubang, bila lubang itu meninggalkan daerah tipe-p dan

menghilang ke dalam tipe-n karena berekombihasi, sebuah akseptor akan

diionisasikan menjadi negatif dalam daerah tipe-p tersebut, yang

‘membentuk muatan ruang negatif. Hal yang sama terjadi pada elektron

yang meninggalkan muatan ruang positif pada daeréh tipe-n. Hal itu
men%bangkitkan medan listrik yang mulai dari ruang yang bermuatan
posifif, berakhir pada ruang yang bermuatan negatif. Medan listrik ini
men:ghambat lubang untuk berdifusi dari daerah tipe-p ke daerah tibe—n,

jugag demikian elektron terhambat untuk berdifusi dari tipe-n ke tipe-p.
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Seperﬂ dipeﬂihatkan pada gambar (b), medan listriic bertambah kuat bila
Iehlh banyak pembawa berdifusi dan berekomblnasl Akhimya aliran
pembﬁwa berhenti setelatj tEfdapat kesetimbangan antara difusi dan
ha_nyutéan pembawa-pembawa. Keadaan itu disébut ikeadaan setimbang.

‘Dalam: keadaan setimbang inl di dalam hubungan p-n terbentuk daerah:

Q0a | Qaa
QQQ | QQA
QeQ Qaa
@ @ @ @ a. Lan sung sesuda
e Loy et
/0000 /0, | i
oo ©6|%0 QOO $0aQ
o ® Q@Ow®@@
®0 © Qa0 £0a&
Na = takmurnian akseptor b. Pembawa berdifusi da
Nd = takmurnian donor banékombinasi
Gamb%r 2.6_ Hubungan p-n dan %%ig 888
pe@bagian takmurnian QQ@ @@@
(lida,1982) c. Seimbang

Gambar 2.7 Proses pembentukan hubungan
p-n. {-) menyatakan ion akseptor
o sebuah lubang. (+) fon donor

dano elektron. (lida,1982)
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1.daerah tipe -p hetral; daerah yang menunjukkan jumlah lubang sama
dehgan jumtah akseptor. ‘
2.daerah muatan ruang tipe-p; menunjukkan akseptor dllohlsasikan negatif.
3.daerah muatan ruang tipe-n; menun]ﬁkkan donor diionisaisikan positif.
i.daérah tipe-n netral; méndnjukkan jumiah donor sama dengan jumilah
 elektron. | ‘
| Daerah (2) dan (3) bersama-sama disebut daerah muatan ruang atau
'iépisén pengosongan (deplesi). Dalam daerah ini terdapat medan listrik

wallauPun pada hubungan p-n tidak diberi tegangan.(lida,13982)

2.6. Fotodloda.
Fotokonduktivitas dalam semikonduktor dapat juga terjadi dalam
_struidur non homogen sepertl dalam semikonduktor hubungan p-n. Bila

'ditin'jau sebuah fotodioda, suatu hubungan p-n dengan bias balik yang
.daej‘ah sambungannya disinari dengan foton berenergi hv yang ieblh

besar dari celah energi pada semikonduktor. Seperti pada gambar 2.8

:fotofn yang dlabsorbsi menimbulkan pasangan elektron—lﬁbang._' Pasangan
_ters;ebut dihasilkan dalam suatu panjang difusi .pada’ daerah pengosongan
padg persambungan (daerah yang menunjuldan elektroufn yang dihasilkan
'darl' penyinaran berada pada daerah-p dan lubang berada pada daerah-n)
'dan; menambah rapat pembawa muatan mlnorltaé. Pembawa minoritas ini
kerﬁudian didorong ke arah energi penghalang oleh medan listrik pada

sambungan, sehingga meningkatian arus baiik Jenuhnya@. Arus balli yang
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_melialul persambungan inl akan menjadi besar dengan a.‘danya penyinaran
“dibanding dengan pada keadaan gelap. |

;Untuk detektor yang sensitif, diinginkan agar daefah pengosangan
Iebér sehingga pembawa muatan yang dihasiikan lebih banyak. Salah sétu
‘caranya ade;lah dengan menggunakan struktur p-intrinsik-n , dengan
resistivitas daerah intrinsik lebih besar dariﬁada daerah p dan n. Dalam

hal Ini tegangan ballk hamplr seluruhnya melintasi “daerah Intrinsik,

_sehingga lebar laplsan deplesi hampir sama dengan lebar daerah intrinsik.

| | i p .
| *. E
‘ 5 h_—» A
o : ‘ °
; :
S _ N
: ]

L]
—
e ho
|

~Gan‘§har 2.8. Hubungan p-n bias balik sebagal fotodioda. Elektron. dan lubang terbentuk -
pada dua sisi hubungan oleh folon dan berdifusl ke sambungan. quan
listrik menyapu pembawa minoritas menuruni energi penghalang dan

menambah arus balik jenuh. (Dalven,1990)

Fotodloda menggunakan prinsip absorbsi foton oleh semikonduldor,
sehingga mempunyai ambang batas absorbsi foton yang ditentukan oleh

ene@ jurang dari semlkonduktor. Fotodioda yang menggunakan sistem
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p-'l—né antara lain yang materinya berasai dari unsur golongan HI-VL.
(Dalven,1990) |

Diatas telah dibahas bahwa arus foto berbandihg lurus dengan
intenéitas cahaya. Dan menurut Bapat (1982), sensitlvités dari fotodioda
djidefinlsllkan sebagal perbandingan antara arus keluafan (arus foto)

terhadap intensitas cahaya datang atau dapat dituliskan: |
= isL A/lm (2.23)

dengén m_ adalah sensitivitas fotodioda, | adalah arus foto dan L ada!ah
intenéitas cahaya datang. Pada dasarnya arus foto akaﬁ semakin besar
sebaﬁding dengan- bertafnbahnya intensitas  cahaya datang. Karena
s_emakin besar Intensitas maka makin banyak foton y&ng datang dan
sema;kin banyak pula pasangan elektron-lubang yang dihasilkan.

F;n\todloda seperti halnya peralatan optik lalnnya' mempunyal
tanggapan spektral pada jangkau tertentu. Pada frekuensi tertentu
fotodioda tersebut akan sangat peka sebalknya pada frekuensl lain tidak
ter!alij peka lagi.

T?mggapén spektral dari fotodioda dépat dilihat pada gambar 2.9.
Padai gambar, daerah yang diarsir menunjuikan daerah frekuensi cahaya'
tampék. Salah satu cara untuk mengetahui tanggapan spéktralnya ad'alah
d_eng?n mengetahul kenaikan tegangan, b.ila fotodioda tersebut disinari

d_engan cahaya pada frekuensi tertentu. (Ryder,1 958)
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tanggapan refatf {(95)

1) -1 10 15 28
fraluens (Hz) X10E14

Gambar 2.9. Tanggapan spekiral Fotodioda (Ryder, 1958)

2.7. P'e'nezrapan Fotodioda

'fak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini hampir semua perangkat
e!_eldréonika telah menggunakan knmponen—komponen mikro.
Kb’mpionen-kcmponen mikro itu senditi menggunakan bahan dasar dari
semikbnduktor. Dan dengan Kemajuan teknologl dapat diciptakan berbagal
alat (::angg!h dengan dimensi yang kecil. Hal tersebﬁt menyebabkan
teknolbgi tabung hampa semakin ditinggalkan, karena dinilai tidak efislen
lagi. i;\ntara fotodloda semikonduktor dengan fotodloda} tabung hampa

mermnpunyai perbedaan penting sebagai berikut:
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Tabung Hampa Semikonduktor
Arus gelap (mikroampere) 0 20
Koefisien temperatur |0 ), bertipat dua tiap 10° C
Kepekaan (mikroampere/lumen) {0.04 >10 - |
Ukuran : Besar Kecil
Karakteristik Stabil Berubah menurut waktu
Tanggapan frekuensi >100 MHz <1 MHz
Operasi dng rangkaian pendek {Tidak Ya
Operasi dng rangkaian terbuka  |Tidak Ya

Tabel 2 1. Perbandingan fotodloda tabung hampa dengan fotodloda semikonduklor
{Milman,1957)

Ps;nerapan fotodioda yéng paling lazim saat inij adalah pada
komunikasl dengan sistem serat optis. Pada sistem komunikasi .Inl
fotodiugda sebagai detelktor cahaya biasa dipasangkanj dengan dioda
p‘eman;car cahaya (Light Emltting Diode, LED). Pasangan peralatan Ini
biasa 1disebuf ‘opto-couple’ atau pasangan perangkat optis. Selain
dlgunalican dalam komunikasi sistem serat optis, pasangan Ini juga dapat
digunalkan dalam aplikasi medis. Biasanya pasangan ini digunakan dalam
perangkat pellndung pasien dari dampak berbahaya yang dabat
dstimbulkan oleh perangkat elektronik. Karena meskipun blasanya tegangan
yang dlgunakan rendah, tetapl seringkali baglan dari rangkalan tersebut

dlhubungkan langsung dengan tubuh pasien, sehingga dapat saja berakibat

fatal bila terjadl kesalahan. Pasangan tersebut akan mendeteksi dan

mematikan peralatan blla terjadi kesalahan.

. Selaln kegunaan diatas, fotodioda juga seringtkall diteraplan dalam hal

sebagai berikut:




* Pémbécaan kartu komputer dan pita berlubang.

* Sistem deteks| cahaya.

. Pembécaan]ejak suara (soundtrack) dari film.

* Saklar dengén pengaktifan cahaya.

* Pencabahan barang dalam garls prdduksi yang menyelingl cahaya.

(Miliman, 1992)
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